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摘要：首次报道了集成中波1／中波2(MW1／MW2)的HgCdTe红外双色探测器的材料生长、器件制备及其性能．采 

用分子束外延(MBE)技术，生长了p-p—P—N型Hg。一 cd Te多层异质结材料．通过B 注入、台面腐蚀、爬坡金属化、 

台面侧向钝化及互连等工艺，得到了80元的原理型HgCdTe红外双色探测器．纵向上背靠背的2个光电二极管分 

别有电极输出，确保了空间上同步和时间上同时的探测，并能独立地选择最佳工作偏压．它适于常规的背照射工作 

方式，且有大的空间填充因子．在液氮温度下，2个波段的光电二极管截止波长A 分别为3．041xm和5．74ixm，对应 

的R A值为3．85×10 l'tcm 和3．02×10 ncm ．测得MW1、MW2的峰值探测率 D̂ 分别为1．57×10 cmHz ／w 

和5．63 X 10 cmHz ／W．得到2个波段的光谱响应，且MW2光电二极管的光谱串音为0．46％，MW1光电二极管 

的光谱串音为 6．34％． 

关 键 词：HgCdTe；双色探测器列阵；光谱响应；峰值探测率 
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STUDY oF INTEGRATED MW 1／M W2 TW O-CoLoR HgCdTe 

INFRARED DETECToR ARRAYS 

YE Zhen-Hua， WU Jun， HU Xiao-Ning， WU Yan， WANG Jian-Xing， 

DING Rui-Jun， HE Li 

(Shanghai Institute of Technical Physics，Chinese Academy of Science，Shanghai 200083，China) 

Abstract：The material growth，device fabrication and performance of integrated MW1／MW2 two-color HgCdTe infrared de— 

tector was reported．A four—layer p-p—P—N hetero—junction Hgl一 Cd Te film was grown in—situ by molecular beam epitaxy 

technology．The preliminary eighty unit cells two—color ngCdTe infrared detector was obtained by B implantation，mesa 

etching．side—wall metallization．side—wall passivation and hybridization．The independent electrical assess to each of two 

spatially collated back··to—back HgCdTe photodiodes allows the photocurrents of shorter and longer wavelength to be separa．． 

ted．and ensures the spatial uniformity and temporal simultaneity．It was operated in the backside—illuminated mode with in— 

frayed radiation incidence on the substrate surface，and with large fil1．factor．At liquid nitrogen temperature．the cut—off 

wavelengths of the two bands aye 3．041xm and 5．74Ixm individually，the zero—bias dynamic resistance(R0A)products of 

them are 3．852 X 10 ftcm2and 3
．
015 X 10 ftcm ，the peak detectivities D are 1．57 X 10̈ cmHZI／2／W and 5．63 X 10’。 

cmHz ／W respectively．Two—band spectral response was obtained．The spectral crosstalk of MW1 photodiode is 6．34％ 

and that of MW2 photodiode is 0．46％ ． 

Key words：HgcdTe；two—color detector arrays；spectral response；peak detectivity 

引言 

一 个由集成式红外双色探测器构成的热成像系 

统，能在空间上同步地获取目标的两个波段信息，可 

对复杂的背景进行抑制，大大地提高了探测效率和 

准确性 ．目前，国外已有工作在同时模式的集成 

红外双色探测器的报道，它能实现在空间上同步和 

时间上同时的探测 ．与单色的相比，双色探测器 

使用两个探测通道，有利于排除虚假信号，得到更多 

有意义的目标信息．在预警、搜索和跟踪系统中，这 

可显著地降低虚警率、提高系统的性能和增强其在 

各种武器平台上的通用性。 

本文报道了集成中波 1／中波2的HgCdTe双色 

器件研究的初步结果．由采用原位(in—situ)掺杂和 
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摘要:首次报道了集成中波 11中波 2(MW1IMW2) 的 HgCdTe 红外双色探测器的材料生长、器件制备及其性能.采

用分子来外延(MBE) 技术，生长了 p-p半明N 型 Hgl 叫Cd，Te 多层异质结材料.通过 B+ 注入、台 E豆腐蚀、爬坡金属化、

台商侧向钝化及互连等工艺，得到了 80 元的原理型 HgCdTe 红外双色探测器.纵向上背靠背的 2 个光电二极管分

别有电极输出，确保了空间上同步和时间上同时的探测，并能独立地选择最俊工作偏应.才2适于常规的背照射工作

方式，且有大的空间填充因子.在液氮温度下，2 个波段的光电二极管截止波长 Å，分别为 3.04μm 和 5.74μm ，对应

的 RoA 值为 3.85 X 105 !1cm2 和 3.02 X 102 !1crn' . 测得 MWl 、MW2 的峰值探测率 DAP 事分别为 1. 57 X 10 11 cmHzl!2 /W 

和 5.63 X 1010 cmHz \l2/W. 得到 2 个波段的光谱响应，且 MW2 光电二极管的光谱串音为 0.461;l毛， MWl 光电二极管

的光i普串音为 6.349毛.

关键询:HgCdTe; 双色探测器列阵;光谱响应;峰值探测:和

中图分类号 :TN4 文献标识码 :A

STUDY OF INTEGRATED MWl/MW2 TWO幽COLOR HgCdTe 
INFRARED DETECTOR ARRAYS 

YE Zhen-Hua , WU Jun , HU Xiao机i吨 WU Yan , WANG Jian.…Xi吨，

DING Rui-Jun , HE Li 
(Shanghai Institute of Technical Physics , Chinese Academy of Science , Shanghai 2α灿的， China)

Abstract: The material growth , device fahrication and perfonnance of integrated MW1/MW2 two-color HgCdTe infrared de幽

tector was reported. A four-layer p-p-P-N hetero-junction Hg l _ x Cdx Te film wa日 grown in-situ by molecular beam epitaxy 

technology. The preliminary eighty unit cells tw• color HgCdT e infrared detector was obtained by B +唰implantation ， mesa 

etching , sid• wall metallization , side-wall passivation and hybridization. The independent electrical assess to each of two 

spatially collated back-to-back HgCdTe photodiod创 allows the photocurrents of shorter and longer wavelength to be sep阳明

ted , and ensures the spatial uniformity and temporal simultaneity. It was operated in the backside唰illuminated mode with in恤

frar.叫 radiation incidence on the 制lbstrate surface , and with large fill-factor. At liquid nitrogen temp日rature ， the cut -off 

wavelengths of the two bands are 3. 04μm and 5.74μm individually , the zero明bias dynamic resistance (RoA) products of 

them are 3. 852 X 105 Ûcm2 and 3. 015 X 102 Ûcm2 , the pωk detectivities D Ap • are 1. 57 x 1011 cmHz\l2/W and 5.63 X 1010 

cmHzl12 /W respectively. Two输band spectral response was obtained. The spectral crosstalk of MWl photodiode is 6. 34% 

and that of MW2 photodiode is O. 46%. 
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引富

…叫个由集成式红外双色探测器构成的热成像系

统，能在空间上同步地获取目标的两个波段信息，可

对复杂的背景进行抑制，大大地提高了探测效率和

准确性[1.2] 目前，国外已有工作在同时模式的集成

红外观色探测器的报道，它能实现在空间上同步和

时间七同时的探测 [3斗与单色的相比，双包探测器

使用两个探测通道，有利于排除虚假倍号，得到更多

有意义的目标信息.在预警、搜索和跟踪系统中，这

可显著地降低虚瞥率、提高系统的性能和增强其在

各种武器平台上的通用性。

本文报道了集成中被 1/中波 2 的 HgCdTe 双色

器件研究的初步结果.由采用原位(in … situ) 掺杂和
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图1 集成 MW1／MW2HgCdTe双色探测器单元结构剖面图 
Fig．1 Cross section of unit cell for integrated MW 1／MW2 two—color HgCdTe infrared detector 

MBE技术生长的 P—P—P—N型 Hg．一Cd Te多层 

异质结材料，通过选择性区域的B 注入、台面腐蚀、 

爬坡金属化等工艺，获得了HgCdTe红外双色探测 

器．它与配套设计的蓝宝石读出引线板互连，经测试 

得到了其两个波段的，． 特性曲线和光谱响应．最 

后，得到了表征器件性能的峰值探测率、风A值和两 

个波段的光谱串音，还分析了器件存在的问题． 

1 集成 HgCdTe双色探测器的原理及制备 

1．1 集成 HgCdTe双色探测器的原理 

图1是集成HgCdTe双色探测器的单元结构剖 

面图，它实际上是纵向上并置的2个背靠背的光电 

二极管，能对目标辐射的两个波段产生响应．如图1 

所示，当红外辐射从背面入射到双色探测器上时，穿 

过透明衬底后，MWI辐射在第一个结的吸收区先被 

吸收，光生载流子被 MW1光电二极管的P—N结分 

开，其光电流信号由MW1电极①和列阵公共电极 

③输出；MW2辐射继续前进，到达 MW2吸收层被吸 

收，光生载流子被 MW2光电二极管的p-n结分开， 

其光电流信号由MW1电极②和 MW2电极①输出， 

所以每个单元有两个电极①和②．每个单元最靠近 

衬底的N层是相通的，形成器件列阵的公共电极 

③，MW1电极②是 MW1和 MW2光电二极管的公 

共电极．这种单元结构在二维平面空间上周期排列， 

就可得到线列或面阵的双色探测器．同时也适于与 

读出电路互连得到 HgCdTe双色探测器．如图 1所 

示，集成双色探测器每单元的MW1和MW2光电二 

极管就可以选择最佳偏压，且能独立地输出光电流 

信号． 

1．2 集成HgCdTe双色探测器的制备 

如图1所示，在GaAs衬底上，采用分子束外延 

(MBE)和原位掺杂技术，生长了p-p—P—N型 Hg 

Cd Te多层异质结材料．先生长 P—O13．一N异质结，它 

是响应 MW1辐射的光电二极管，N层仅有 2 m，P 

型吸收层有6 m．然后，生长少数载流子(电子)的 

势垒阻挡层，以减少光谱串音．最后，生长8 m厚 P 

型MW2辐射的吸收层．其中，3层 P—P—P材料是同 

型异质结(isotype hetero—structure)，它们之间的界面 

是欧姆接触的，且在中间很薄的P区，形成电子的势 

垒阻挡层 ． 

由上述 p-p—P—N型 Hg。一 Cd Te多层异质结材 

料，进行选择性的 B 注入(如正四方形的单元，选 

择3／4面积的“L”形区域进行注入 )，形成 n—oH 
— P的MW2光电二极管．然后，进行台面的湿化学 

腐蚀，分离器件的各个单元．最后，经长钝化层、欧姆 

接触的爬坡电极和互连 In柱等工艺，得到原理型的 

n—P—P—P—N型Hg。一 Cd Te双色探测器．单元注入部 

分生长 MW2接触电极，而未注入部分生长MW1接 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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图 1 集成 MW1/MW2HgCdTe 双色探测器单元结构剖面图

Fig. 1 Cross section of unit cell for integrated MW1/MW2 two刷co\or HgCdTe infrar叫 detector

MBE 技术生长的 p … p-P-N 型 Hgl_xCd. Te 多居

异质结材料，通过选择性区域的 B+ 注入、台面腐蚀、

爬坡金属化等工艺，获得了 HgCdTe 红外观色探测

器.它与配套设计的蓝宝石读出引线板互连，经测试

得到了其两个波段的 I-V 特性曲线和光谱响应.最

后，得到了表征器件性能的峰值探测率、RoA 值和两

个披段的光谱串音，还分析了器件存在的问题.

1 集成 HgCdTe 双fS探测器的原理及制衡

1. 1 集成 HgCdTe 双色探测器的原理

因 l 是集成 HgCdTe 双色探测器的单元结构剖

面团，它实际上是纵向上并置的 2 个背靠背的光电

一极管，能对目你辐射的两个被段产生响应.如罔 1

所示，当红外辐射从背面人射到双色探测器上时，穿

过透明衬底后，MWl 辅射在第一个锚的吸收阪先被

吸收，光生载流于被 MWl 光电二极管的 P-N 结分

开，其光电流信号由 MWl 电极①和列阵公共电极

③输出 ;MW2 辐射继续前进，到达 MW2 吸收层被吸

收，光生载流子被 MW2 光电二二极管的 p-n 结分开，

其光电流信号由 MWl 电极②和 MW2 电极①输出，

所以每个单元有两个电极①和②.每个单元最靠近

衬底的 N 应是相通的，形成器件列阵的公共电极

@， MWl 电极②是 MWl 和 MW2 光电二极管的公

共电极.这种单元结构在二维卒面空间上周期排列，

就可得到钱列或回阵的双色探测器.同时也适于与

读出电路直选得到 HgCdTe 政包探测器如图 1 所

示，集成双ß探测器每单元的 MWl 和 MW2 光电二

极管就可以选择最佳偏压，且能独立地输出光电流

信号，

1. 2 集成 HgCdTe 双色探测器的制备

如图 l 所示，在 GaAs 衬底上，采用分子束外延

( MBE)和原位掺杂技术，生长了 p棚p-P-N 型 Hg1 叫
CdxTe 多照异质结材料.先生长 P-on-N 异质锚，它

是响应 MWl 辐射的光电二极管， N 层仅有 2μm ， P

型吸收层有 6μm. 然后，生长少数载流子(电子)的

势垒阻挡肢，以减少光谱*音.最后，生长 8μm 摩 p

型 MW2 辐射的吸收层.其中， 3 居 p-p-P 材料是同

型异质结(isotype hetero-structure) ，它们之间的界面

是瞅姆接触的，且在中间很薄的 p 眩，形成电子的势
垒阻挡层 [4J

由上述 p.p-P-N 剧 Hg1ω .Cd. Te 多层异质结材

料，进行选择性的 B+ 注人(如Æ四方形的单元，选

择 3/4 面积的"L"形区域进行注入[5J ) ，形成 n - on 

p 的 MW2 光电二极管.然后，进行台面的湿化学

腐蚀，分离器件的各个单元.最后，经长钝化房、瞅姆

接触的爬坡电极和互连 In 柱等工艺，得到原理型的

n-p-p-P-N 型 Hg1 寸 Cd. Te 现包探测器.单元注入部

分生长 MW2 接触电极，而未注入部分生长 MWl 接
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图2 H dTe双乜器件的SEM形巯 
Fig 2 SEM photo tw0一color HgCdTe tlete~’tier 

触电报(MW2翮M J光电二极管的公共电饭)，整 

个器件的公共电极是与通过最靠近制 底的 N层相 

连的．MW2器件的空问填充因子大于75％，而MWI 

的能达到 l00％ 强2是 Ht6；dTe红外双色探酗器的 

SEM形貌．由图可知，每单元有两个ln柱．以独迕地 

输出MW1和MW2光电二极管的光电流信号．图3 

是双色探测器的纵向能带示意图．因有P型势垒阻 

挡层．两个二极管间的电子不能相互扩散． 

得到的8O元 HBCdTe双色探测器，单元面积舒 

别为70×70、8()×80、90×90和 【2O×l20pLm ．它与 

配套设计的蓝宝石读出板互连．能在背人身干模式下． 

进行测试和性能的评价． 

2 测试结果和讨论 

2．1 两个波段的光电二极管的I·V特性 

图4是HgCdTe双色探测器任选的、单元面积 

为80×80I~m 的 MWI和MW2光电二极管在渍氯 

温度下的l- 和动态阻抗一电压【 一 )曲线，测试时 

藩 ’ “⋯ ’ 

图3 H e双色器件的纵向能带分布 
Fjg．3 Fhe s hemati(s of ener~ band stmet~e Ir f w『I_col 

}lI；cdTe detector 

搿 蛳 I 

80．80urn"MW 

Vand V 

＼ 
一  

f 

cb) 

图4 双包探测器单元面积为80×80 n’一的 卜V和 一 

特性 (a)中渡1光电二报管；(h)中拨2光电_二擞管 

4 I—V and R-V ehmTteteristi~： u rtit cell自眦 80× 

80̈ m nI[ color detector．(H)MWI ph[ diode；(b) 

MW2 phot,：,dL,xte 

没有加冷屏．如图4所示，各单元的MWI和MW2 

光电二极管的1一 曲线有很好的重复性，即性能较 

均匀．MW1和MW2光电二极管，对应的平均R．̂值 

为3．852×10’n m 和3．015×10 nc1n‘它们的，一 

曲线明显呈现了光电二极管特性，说明我们已成功 

地完成了原位生长p-n异质结的HgCdTe材料、台面 

成形、爬坡金属化、侧向钝化和每单元两个I|l柱的 

制备，以及证实了双色器件的两个光电二极管信号 

输出的电扳设计是合理的 

在800K的黑体辐照和液氮温度下．测试 _， 

H dTe蚁色探测器单元面积为80×80p．m 的MW1 

和MW2光电二极管的光电流信号．同时测试了它 

】的暗电流噪声，得到了MW1和MW2光电二极管 

的峰值探测率分别为l 57 x1 oIlt：rft~{z ／ 和5．63 

x l0” cmHz ／W
，标准偏差分别为 25．3％和 18． 

85％，说明有较高的均匀性．这些性能参数已能与同 

波段常规HgCdTe单色光电二极管探测器的性能相 

比了． 

付 ，_。 _b 
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因 2 H.<CtITe 双包~S件的 SE~I 形貌
l'ï !t.2 SEM pho(o of I\<" o-cotor IIgCdTf" df' IC('1旷

触电版 ( MW2 在1 \IWI 光电二极管的公共也极 ) .照

个器件的公共I也以是勺通过最靠近衬l良的 N t二机|

i辜的.MW2 将1中的空间填充因子大子 75% .Ifii \'IW1 

的能达到 l∞%图 2 是 HgCdTe 红外双也探测糙的

SEMJ~貌.由图可知 . 每单元有两个 1" 柱.以独也地

输出 M\V I 和 \IW2 光电二极管的光电流的号，因 3

是双色探测器的纵向能带示意图，因有 p Jf1势 ~~II

f当层.两个二极管间的电子不能相;臣扩散.

得到的 80 元 HgCdTe 双包探测器.JP.元1m fR7f 
别为 70 x70 、80 x80 、90 x90 和 1 20 x 120 fLm" 它与

配套设计的政宝行读出饭互淫，能在1f人财帧式下.

进行测试和性能的评价

2 测试结果和讨论

2. I 两个波段的光电二极管的 I-V 特性

囱 4 是 HgCdTe 双色掠ìJ!IJ 苦苦任选的 、哈元 1m fH 
为 80 x80川"的 \IWI ;白1 MW2 光电二极管(E液氮

温度下的 I-V 和动态阻抗-电压 ( R- I" ) 曲线，测试 1J.f
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用 4 双色探测器单元而职为 80 x80协旷的 I -V 相 IH
特性(.)巾 ilIi l 光电二饭'情; ( b) q，'i1I~ 2 光也二极管
Fi~. 4 I - V 剧】d H- ~' 叶larnctt'n州 i.、 of unil ('t'U tl时"80 x 
80 J.Lm' for t\\o.('olor detec(OL (ü) MWI phOlfKliode; ( b ) 

MW2 phOlodi o<le 

没有加冷屏如图 4 所示，科单元的:'IIWI ~11 .l-IW2 

光电二极管的 1-11 [曲线有很好的可i::&':性. ~II性能较

均匀 MWI 和 MW2 光电二极竹，对应的平均 Rotl 值

为 3.852 x 10' !lcm'和 3.0 15 x 10' í1cm' 它们的 1-11

曲线明显呈现了光电二极特特性，说明我们已成功

地完成了原位生伏 p-n 异质绪的 HgCdTe 材料 、台画

成彤 、爬被金属化、侧向钝化相每啦元两个 1" 性的

制备，以及证实 f双色器件的两个光电二极管信号

输出的电极设计是舍理的

在 800K 的黑体辆 !照和l液氮混度下，测试了

lIgCdTe fY..色探测根单元面识为 80 x80μ旷的 \'IWI

自I M \V2 光电二极管的光 III流信号. ["J lI .tìl!1 试了它

们的附电流噪卢，得到[ MWI 111 MW2 光也二极管

的峰{包探测率分别为 \ . Sl x \O" rm\-h'''/W 南1 S. 63 

x 1 0"'c 11I 1也" /\V .标准偏差分别为 25.3% 和 1 8

85%. 说明有较尚的均匀性这略性能参数已能与同

波段常规 HgCdTe 单色光电二极管探测器的性能相

比了.
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图5 双色探测器的两个波段的光谱响应 
Fig．5 Two—band spectral response of two—color detector 

同时，我们的双色器件所有单元的2个信号都 

被检测到，说明器件与宝石读出板互连时，连通率达 

到 100％． 

2．2 双色探测器光谱特性 

图5是在液氮温度下，单元面积为 80×80和 

120×1201xm 的双色探测器两个波段光谱响应曲 

线 ，2个波段的光电二极管截至波长分别为3．041xm 

和5．741xm．如图5所示，2个单元面积不同的光谱 

响应曲线基本重合．MW1光电二极管的截止波长和 

MW2光电二极管的起始响应波长基本相等，约为 

3．O5 m，表明MW1光电二极管能让 MW2辐射通 

过，又能完全吸收 Mwl辐射．MW2光电二极管的响 

应光谱曲线是正常的形状，但 MW1响应光谱曲线 

只是一个尖锐的峰，相对较窄． 

从图5可计算得到，MW2的光谱串音为0． 

46％，MW1的光谱串音为 6．34％，并且 MW1的光 

谱串音大主要也是因为MW1光电二极管的光谱响 

应半峰宽(FWHM)小．这可能是因为外延 HgCdTe 

薄膜和衬底界面的少数载流子复合速率大，也可能 

是MW1光电二极管的P型吸收层的少数载流子扩 

散长度比较短，或者台面侧向介质膜的钝化效果不 

好，导致 MW1光电二极管的量子效率低． 

MW2光电二极管的光谱串音仅有 0．46％，主 

要是因为在材料生长时，形成了很薄的中间 P型少 

数载流子(电子)的势垒区．如图3所示，因为中间 

的势垒区，MW1光电二极管在P区的光生少数载流 

子，不能扩散到MW2光电二极管而被吸收，于是减 

少了MW2的光谱串音． 

3 总结 

由采用 MBE和原位掺杂技术成功生长的 p-p— 

P—N型Hg Cd Te多层异质结材料，通过 B 注入、 

台面腐蚀、生长钝化膜、爬坡金属化、制备 In柱和倒 

焊互连等工艺，得到了80元的原理型n⋯P P P—N的 

HgCdTe红外双色探测器，且可直接测试．它的每个 

单元在纵向上有背靠背的2个光电二极管，能够独 

立地选择工作偏压和输出光电流信号，确保了空间 

上同步和时间上同时的探测．这种单元结构，在二维 

平面空间上周期排列，就可得到线列或面阵的双色 

探测器．它适于常规的背入射工作方式，有大的空间 

填充因子．在液氮温度下，测得2个波段的光电二极 

管有高的 A和峰值探测率．得到了2个波段的光 

谱响应，且 MW2的光谱串音为0．46％，MW1的光 

谱串音为6．34％．MW2的光谱串音小与生长了少 

子势垒阻挡层有关，但MW1的光谱串音大，可能是 

因为器件的材料或工艺导致了MW1光电二极管低 

的量子效率引起的．所以，为了使双色探测器得到进 
一 步发展，如制备 MW1／MW2和MW／LW的双色器 

件，还必须进一步改进提高材料的性能和改善台面 

成形、台面侧向钝化等工艺． 
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图 5 双色探测器的两个i皮段的光谱响应
Fig.5 Two嗣band spectral res严mse of two-color detector 

同时，我们的双色器件所有单元的 2 个倍号都

被检测到，说明器件与宝石读出板互连时，连通率达

到 1∞%.

2.2 ~色探测器光谱特性

回 5 是在液氮蝇度下，单元面积为 80 x 80 和

120 x 120μ旷的观色探测器两个波段光i昔日向成曲

线，2 个被段的光电工极管截至被长分别为 3.04μm

和 5. 74μm. 如阁 5 所沽， 2 个单元酣积不同的光谱

响应曲线基本重合.MWl 光电二极管的截止被长和

MW2 光电二极管的起始响应波长基本相等，的为

3.05μm ，表明 MWl 光电工极管能让 MW2 辐射通

过，又能完全吸收 Mwl 辅射.MW2 光电工极管的响

应光谱曲线是正常的形状，但 MWl 响应光谱曲线

只是一个尖锐的峙，相对较窄.

从图 5 可计算得到， MW2 的光谐串音为 O.

46% ， MWl 的光谱串音为 6.34% ，并且 MWl 的光

谱串音大主要也是因为 MWl 光电二极管的光谱响

应半峙宽( FWHM) 小.这可能是因为外班 HgCdTe

海膜和衬底界面的少数载流子复合速卒大，也可能

是 MWl 光电二极管的 p 型吸收层的少数载流子扩

散长度比较短，或者台面侧向介质膜的饨化效果不

好，导致 MWl 光电二极管的量子效率低.

MW2 光电二极管的光谱串音仅有 0.46% ，主

要是因为在材料生长时，形成了很带的中间 p 型少

数载流子(电子)的势垒区.如阁 3 所示，因为中间

的势盘区， MWl 光电二极管在 P 区的光生少数载流

子，不能扩散到 MW2 光电二极管而被吸收，于是减

少了 MW2 的光谱串音.

3 总结

由采用 MBE 和原位掺杂技术成功生长的 p币·

扎N 型 Hg ， _.Cd.Te 多居异质结材料，通过 B+ 注入、

台面腐蚀、生长钝化腆、爬坡金属化、制备 In 柱和倒

'牌互连等工艺，得到了 80 元的原理型 n-p咱州扎N 的

HgCdTe 红外观色探测器，且可直接测试.它的每个

单元在纵向上有背靠背的 2 个光电二极管，能够独

立地选择工作偏肥和输出光电流信号，确保了空间

上同步和时间上同时的探测.这种单元结构，在二维

平面空间上周期排列，就可得到线列成国阵的双色

探测器.它适于常规的背人射工作方式，有大的空间

填充因子.在掖氮嗣度下，测得 2 个波段的光电工极

管有高的 RoA 和峰值探测卒.得到了 2 个波段的光

谱响应，且 MW2 的光谱串音为 0.460毛， MWl 的光

谱串音为 6.34%. MW2 的光谱串音小与生长了少

子势垒阻挡层有关，但 MWl 的光谱串音大，可能是

因为器件的材料战工艺导致了 MWl 光电二极管低

的最子效率引起的.所以，为了使双~探测摇得到进

一步发展，如制备 MW1/MW2 和 MW/LW 的观色器

件，还必须进一步改进提高材料的性能和改善白面

成形、台面侧向饨化等工艺.
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